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X 線回折は物質の結晶構造を直接的に観測するために広く利用されている手法である。
SPring-8 などの第 3 世代大型放射光施設の登場により、高輝度、短パルス性をもつ X 線を
得ることができるようになり、時間分解 X 線回折法を用いて、相変化材料等の反応中の構
造変化や結晶格子ダイナミクスの研究が可能になった。さらに 2012 年には第４世代と言わ





化を捉える試みとして、半導体材料である厚さ約 100 nm の Si 貼り合わせ結晶にバンドギャ
ップを超える光子エネルギーを持つ励起レーザーを照射した際の超高速格子ダイナミクス
の観測を目的としている。その手法として、ポンプ・プローブ法とコヒーレント X 線回折









折パターンの時間依存性では、5 ps から 20 ps まで回折パターンの主極大の幅が約 15%増大
し、数秒後には元に戻る可逆的変化を観測した。また、散乱パターンの傾きの過渡的変化
も観測された。回折幅の広がりは、格子の過渡的歪みあるいは結晶格子の厚み､すなわち層
数の減少と考えられる。積分強度や、散乱パターンの副極大の強度についても定量的なデ
ータが得られれば、格子の過渡的な状態の特定が可能になると期待できる。 
